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• Red cristalina, red recíproca y difracción de rayos X

• Clasificación de los sólidos y energía de cohesión

• Vibraciones, fonones y propiedades térmicas

• Electrones en sólidos

• Semiconductores y juntura semiconductora

• Magnetismo en sólidos

• Introducción a los aisladores topológicos
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Semiconductores

Compuesto Eg (eV) Compuesto Eg Compuesto Eg Compuesto Eg Compuesto Eg

C (IV) 5.47 Te (VI) 0.33 AlSb (III-V) 1.6 InAs (III-V) 0.36 ZnS (II-VI) 3.54

Si (IV) 1.12 BN (III-V) 6.0 GaN (III-V) 3.44 InSb (III-V) 0.17 ZnTe(II-VI) 2.25

Ge (IV) 0.67 BP (III-V) 2.0 GaP (III-V) 2.26 CdSe (II-VI) 1.74 PbSe (IV-VI) 0.27

Sn (IV) 0.1 BAs (III-V) 1.14 GaAs (III-V) 1.43 CdS (II-VI) 2.42 PbS (IV-VI) 0.37

S (VI) 2.6 AlN (III-V) 6.28 GaSb (III-V) 0.73 CdTe (II-VI) 1.49 PbTe (IV-VI) 0.32

Se (VI) 1.74 AlP (III-V) 2.45 InN (III-V) 0.7 ZnO (II-VI) 3.37 SnS (IV-VI) 1.0

Se (VI) 2.05 AlAs (III-V) 2.16 InP (III-V) 1.35 ZnSe (II-VI) 2.7 SnTe (IV-VI) 0.18
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Resumen

• Semiconductor y aislante

• Semiconductor intrínseco

• Densidad de portadores en equilibrio térmico

• Semiconductor extrínseco y niveles de impureza

• Densidad de portadores en equilibrio térmico
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